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Introducao Resultados

Nas ultimas décadas, ampliaram-se significativamente os estudos — pareysor
sobre membranas com espessura nanométrica, devido a alta —
flexibilidade mecéanica e escalabilidade dos processos de fabricacao.
Dentre os materiais que mais se destacam estao semicondutores
inorganicos monocristalinos que possuem elevada qualidade cristalina.
Tais materiais, quando apresentam baixa dimensionalidade, se LI '(de;-fee)
comportam com caracteristicas de matéria mole. Particularmente, o imagem referente a difracao
telureto de bismuto (Bi:Tes), material estratégico para aplicacoes de raios- x da amostra com
emergentes em spintronica e computacdo quantica topoldgica, temperatura de substrato de
apresenta uma série de desafios técnicos em sua integracdao com
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plataformas microeletronicas, como o silicon-on-insulator ( SOI(001): — s
Si/Si0x/Si ). Dessa forma, o trabalho explora o crescimento epitaxial, a g -
partir da técnica de Epitaxia por Feixe Molecular (MBE), do Bi:Tes sobre g 7 , \
bstrato SOI(001 T b) imagem de 2x2pm referente a
O SUDStrato (001). R : microscopia de forca atomica da
= < JL . I amostra com temperatura de substrato
s 25 3 s s de 350°C. RMS de 4,6 nm.
Objetivos | T
c) imagem referente a difracao

de raios- x da amostra com

Objetiva-se investigar a influéncia da temperatura do substrato no temperatura de substrato de

crescimento de filmes finos de telureto de bismuto (Bi:Tes) sobre 380°C.
“silicon-on-insulator” (SOI(001): Si/Si0Oy/5i1), utilizando-se da Epitaxia
por Feixe Molecular (“Molecular Beam Epitaxy” - MBE) e, com a
caracterizacao, definir-se a melhor amostra.

conclusoes

O crescimento epitaxial de Bi:Tes sobre SOI(001) utilizando-se da
Epitaxia por Feixe Molecular (MBE) revelou-se um processo desafiador.
A caracterizacao por difracao de raios-X (XRD) demonstrou que a
variacao da temperatura de substrato durante o crescimento impacta
diretamente a qualidade cristalina das camadas epitaxiais de cada
amostra de Bi:Tes, assim como sua orientacao sobre o SOI(001).

Metodologia

A metodologia experimental inclui o pré-tratamento dos substratos
com uma solucao de hidroxido de amodnio, perdxido de hidrogénio e
agua deionizada, na proporcao estequiométrica de 1:1:5, para remocao

de residuos organicos, por 30 minutos, e acido fluoridrico (HF) a 2%
por trés minutos imediatamente antes do crescimento, visando a
passivacao superficial e a remocao de 6xidos nativos da superficie.
Apos a limpeza, os substratos sao inseridos no MBE utilizado, onde
passam pelo processo de crescimento durante duas horas. A
caracterizacado morfolégica e estrutural foi realizada por meio de
difracao de raios-X (XRD) e microscopia de forga atdbmica (Atomic Force

Microscopy - AFM).
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Somando-se este fato a analise de AFM, foi possivel identificar que
amostras crescidas com a temperatura de substrato por volta de 350°C
possuem uma qualidade cristalina potencialmente superior a outras
faixas de temperatura.
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